SD 335...SD 340

Ol

SD 335/337/339 npn-, SD 336/338/340 pnp-Silizium-
Epitaxie-Planar-Transistoren mittlerer Leistung fir
alilgemeine NF-Anwendungen.

Als komplementdre Transistorpaare sind sie fiir NF-Leistungs-
endstufen und fiir Treiberstufen in NF-Verstérkern mit hohen
Ausgangsleistungen verwendbar.
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Grenzwerte: (giltig fiir den Betriebstemperaturbereich)
SD 335/336 337/338 339/340

Ucso
Uceo
Ueso|
Ic|
Icm|
Is|
Ptot
Ptot
3
da

(¥ < 25°C)
(¥a = 40°C)

45
45

60 80
60 80
5 |

1.5
2
0,2
12,5
1
150
-35...4+125

ARSEP PP <<

Statische Kennwerte (3o = 25°C - 5K)

|Ueryco| (Jic] = 1 mA)

SD 335/336
SD 337/338
SD 339/340

lU@riceo| (Jlc] = 50 mA)
SD 335/336

SD 337/338
SD 339/340

SD 335/337/339 SD 336/338/340

min typ max min typ max

A5 45 \ "
60 60 v
80 80 - -V
45 45 Vv
60 60 V.
80 80 \)



NF-Leistungstransistoren

Grenzwerte (Ta = 25°C) Kennwerte T
Struk- . g I, s Bau-
Tyo wr | tot|UcBo|VcEo| 'c [Tj Pa1e P IeiUce | & |UcksatUBEsat™® I B | IcBo P®! Ucn | Rinje l
*
IcErR
w) | V) V) | (4)| €O (mAY(V) [(MH2){ (V) V) (A) | (A) (mA) V) | K/W)
SD 335* {npn [12,5] 45 45 1,5(150 {40...25010,15 |2 75 0,5 0,93 9,5 (0,05 }0,0001 30 10
SD 337* nph 12,51 60 60 1,5{150 {40...25010,15 |2 75 0,5 0,93 0,5 {0,05 {0,0001 30 10
SD 339* |npn |12,5| 80 | 80 | 1,5|150 {40...250{0,15{2 |75 | 0,5 | 0,93 0,5 |0,05 |0,0001 | 30 |10
SD 336* jpnp |12,5| 45 45 1,5(150 {40...250{0,15 {2 75 0,5 0,93 0,5 {0,05 |0,0001 | 30 10
SD 338*{pnp |12,5| 60 60 1,5150 (40...25010,15 {2 | 75 0,5 4,93 0,5 10,05 {0,0001 | 30 10
SD 340*% {pnp |[12,5]| 80 80 | 1,5/150]40...250]0,15 12 | 75 0,5 | 0,93 0,5 10,05 {0,0001 | 30 10 82
SD 345 {npn |20 45 45 3 {150 |40...250{0,5 {2 60 1 1,5 2 0,2 0,001 30 6,25
SD 347 {npn |20 60 60 3 {150 {40...25010,5 {2 60 1 1,5 2 0,2 {0,001 30 6,25
SD 349 {npn |20 80 80 3 {150 {40...250(0,5 |2 60 1 1,5 2 0,2 0,001 30 6,25
SD 346 |{pnp 45 45 3 {150 {40...2501{0,5 {2 60 1 1,5 2 0,2 0,001 30 6,25
SD 348 {pnp |20 60 60 3 {150 {40...250{0,5 {2 60 1 1,5 2 0,2 {0,001 30 6,25
SD 350 {pnp 80 80 3 {150 {40...250i0,5 {2 60 b 1,5 2 0,2 0,001 30 6,25
* selektiert nach Stromverstérkung
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Uereso]| ([le]= 1 uA) 5 5 \')
Icso| (|[Ucs| =30V) <1 100 <10 100nA
leso| ((Ues| ==5V) <5nA 10uA < 5nA10xA
Ucksat|') (Jic] == 500 mA,

8| = 50 mA - 200 500 280 500 mV
ic| == 100 mA, [ls] = 10 mA) 70 - 80 mV
UsEsar|') ([lc| == 500 mA,

Is| = 50 mA) 870 930 mV
Use|") (|Uce| =2V,

lc| = 500 mA) 830 1000 835 1000 mV
ha1e| ((Uce| =2V, |[lc| =5mA 25 80 25 80

Uceg| =2V, Gruppe A 40 65 100 40 75 100
Ic| == 150 mA)") GruppeB 63 110 160 63115 160

Gruppe C 100 150 250 100140 250

hate] ([Uce| = 2V,

‘ ||C| = 500 mA)') 25 90 25 108
Paarungsbhedingung: |
h21E1 (|Uce| = 2V, .
h21 £ 2 |ic|] = 150 mA)") <14
Dynamische Kennwerte: (3o = 25°C —~ 5K)
fr ((Ucel =10V,
lc| =50 mA, f=20MHz) 50 125 75 210 MHz

1} Messung erfoigt impulsm&Big



